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12 mm、幅 0.075 mm, 波長 804 nmの continuous wave (CW) ダイオードレーザーを用いた。ガラス基板
にシリコンとの熱膨張係数差が小さいボロシリケートガラス基板を選定し、また SiNx（膜厚 10 nm）/SiOx（膜
厚 100 nm）/SiOxNy（膜厚 80 nm）中間層を基板とシリコン薄膜の間に挿入すると、欠陥の導入が抑えられ
る。この中間層にはそれぞれ、剥離防止、不純物拡散防止、LPC シリコン界面パッシベーションの役割が
あることを明らかにしている。さらに、LPC 前に施すアモルファスシリコン膜の脱水素アニールには膜から






型) 及びＢ (p型) ドープ層を形成した後、LPCにより不純物濃度が一様な試料を作製した。不純物濃度
ははじめに形成したドープ層の厚さで制御した。ここで、得られた試料に対し、結晶粒径、多数キャリア密
度、同移動度、少数キャリア寿命、セル電流電圧特性、内部量子効率を評価した。不純物濃度を 1016 
























平成 30 年 2 月 9 日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席のも
と、著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によ
って、合格と判定された。 
 
〔結論〕 
 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格
を有するものと認める。 
 
